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RESUME : L’adaptation d’impédance entre une source de puissance radiofréquence (RF) et une chambre
d’ionisation est une technique trés importante pour les applications PCVD, RIE, Sputtering et Laser a gaz, pour
les raisons suivantes : (a) Une bonne adaptation réduit la puissance RF nécessaire a la création du plasma et au
développement de la tension d’autopolarisation ; (b) Une désadaptation génére de la puissance réfléchie ce qui
peut sérieusement endommager le générateur de puissance, augmentation des pertes, surchauffes des cables de
liaisons et création parfois des arcs aux points de surtension ce qui compromet la réussite de ’application en
cours. L’étude concerne I’évolution du rendement énergétique en fonction des parametres internes et externes du
plasma tels que : puissance RF injectée, pression, impédance plasma. Nous verrons aussi la plage de couplage
pour un adaptateur de type L, et qui est le plus utilisé dans les procédés de traitement de surface par plasma a
couplage capacitive.
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